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背景 : 近年、遷移金属ダイカルコゲナイド

(TMD)に関して、FETのチャネル材料、光学や

ガスセンサーなど、その応用の可能性は広がり

続けている。TMD が幅広い利用可能性を示す

理由として、その物性がチューニング可能であ

ることが挙げられる。特にバンドギャップは

様々な手法で制御可能であることがこれまで

報告されている。我々はそれらの手法の中でも

混晶の作製およびその組成の制御によるバン

ドギャップの変調に注目した。特に MoS2 と

MoTe2 の混晶、MoS2(1-x)Te2x を作製することに

より、広い範囲(1.0-1.8 eV)でバンドギャップ制

御が期待される。これまで我々は共スパッタ法

およびカルコゲン雰囲気下熱処理の組み合わ

せによりMoS2(1-x)Te2xの作製を報告してきた[1]。

しかし、それらの成膜手法によって作製した試

料の物理構造解析は未だに不十分である。そこ

で本報告では、作製したMoS2(1-x)Te2x膜の構造

評価に関して報告する。 

実験: MoS2と MoTe2ターゲットを用いた共ス

パッタ法により、 SiO2 基板上に MoSxTey 

(x+y<2.0)を 10 nm堆積させ、硫化アニールによ

り硫黄欠損を補填した。硫化温度は 400C と

500Cで実施し、組成比は XPSで確認した。 

結果: 図 1にOut-of-plane XRD測定により得ら

れたMoS2(1-x)Te2x 002回折強度プロファイルを

示す。X線光源は Cu K ( = 1.541 Å)を用いた。

図から、Te 濃度増加により 002 回折ピーク位

置が低角側へシフトし、ピーク位置から 002

格子面間隔はそれぞれ、x=0.0が 6.15 Å、x=0.1

が 6.23 Å であることがわかった。これは

Vegard’s Law から予測される値と概ね一致し

ており、Teが Sサイトに入り、2H型の構造を

持つ混晶が形成されていることを示している。 

 

Fig.1 002 diffraction profiles of MoS2(1-x)Te2x with 

different Te concentration x. 
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